Elektronika 1
FET - tranzisztorok milkodése

3. Térvezérlési tranzisztorok

A térvezérlést tranzisztorok (Field Effect Transistor = FET) miikodési elve alapjaiban
eltér a bipolaris tranzisztoroktol. Az dramvezetés mértéke statikus fesziiltséggel
befolyasolhato. Tehdt nincs vezérléaram, a vezérléshez teljesitmény sem sziikséges,
tovabba a bementi ellendllasa kozel végtelen.

Tehat a FET tranzisztor egy fesziiltségvezérelt aramforrds (szemben a bipolaris
tranzisztorral, amely d&ramvezérelt aramforras).

A FET tranzisztorok csoportositasa és rajzjeliik:
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Az elektrédak neve:

e S :source (forras)
D: drain (nyel6)
G. gate (kapu)

B: substrat

3.1 A JFET miikédése

Torténelmileg a Junction Field Effect Transistor (JFET) csaladot fejlesztették ki eldszor.
A miikodést és a jellemzdket egy N-csatornas JFET-en mutatjuk be.
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Az N-csatornas JFET egy N-re szennyezett szilicium kristdly, amelynek két végre
kapcsolt egyenfesziiltség 1,4 elektron aramot indit a source és drain elektrodak kozott.

Ez az 4ram a teljes megsziinéséig csokkenthetd a negativ Uy vezérld-fesziiltséggel.
Az N-JFET felépitése:
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Az N- JFET bemeneti és kimeneti karakterisztikaja:
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* [ amaximalis aram, amely Ugg =0 vezérléfesziltseg esetén folyik;
e U, az a vezérlbfesziiltség, amelynél a tranzisztor dram megsziinik. A tranzisztor

tokéletesen zar.
e Vegyiik észre, hogy mig az U ¢ fesziiltség pozitiv, addig az U ;4 fesziiltség negativ.

A P-JFET miikodése mindenben azonos, de az dsszes szennyezeés és fesziiltség ellenkezo.
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3.2 A MOSFET felépitése és jellemzbi

A Metal-Oxid-Semiconductor (MOS) tipusu tranzisztorok a technologiai fejlesztés tjabb
eredményei. Két csaladot alkotnak:

e Kkiiiritéses;

e ndvekményes.

Mindkét tipus N és P csatornas is lehet.
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Mig a kiiiritéses tipusut MOS tranzisztor jellemzdiben megegyezik a JFET-el, addig a
novekményes MOS tranzisztor néhany fontos jellemzdje ezektdl eltér:
e clvileg nincs /g a maximalis dram;
o Uy =U; az a vezérlbfesziiltség, amelynél a tranzisztor dram megindul.
U s < Uy fesziiltség esetén a tranzisztor tokéletesen zar.
e Vegyiik észre, hogy mig az U, fesziiltség és az U,y fesziiltség mind N-
csatornas, mind P-csatornas névekményes tranzisztornal azonos eldjel.

A FET ¢és bipolaris tranzisztorok munkaponti fesziiltségének ¢&s tapfesziiltség
polaritasanak dsszefoglalasa:

+ Output

N-kitiritéses MOSFET N-novekményes MOSFET
N-JFET NPN bipolaris

- Input + Input
PNP bipolaris P-JFET
P-novekményes MOSFET P- kitiritéses MOSFET

- Output
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3.3 A FET tranzisztorok alkalmazasi teriiletei

A FET tranzisztorok tipikus alkalmazasi teriilete részben megegyezik, részben eltér a
bipoléaris tranzisztorétol. Tipikus alkalmazasi teriiletek:

- linearis erésitékben,

- digitalis kapcsoloaramkorokben;

- fesziiltségvezérelt ellendllasként;

- fesziiltségvezérelt aramforrasként.

3.3.1 Linearis erdsito fokozat

A FET tranzisztorok a bipoléris tranzisztorokhoz hasonldan linedris erdsité fokozatban is
alkalmazhatok. Fesziiltségerdsitésiik azonban elmarad a bipolaris tranzisztorokétol. Igy a
nagy bemeneti impedancidjukat kihasznalva foként az erdsit6k elsé fokozatdban
talalhatjuk meg.

Azoknak a FET tranzisztoroknak a munkapontjat, amelyek tap- és vezérlofesziiltsége
azonos polaritasu (ndvekményes MOSFET), a bipolaris tranzisztorokhoz hasonlé modon
— fesziiltségosztd aramkorrel - allitjuk be. Pl.:

Azokndl a FET tranzisztoroknal, ahol a tap- és vezérldfesziiltség ellenkezd polaritast
(JFET és kitiritéses MOSFET), mas megoldast kell alkalmazni.
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A munkaponti eléfesziiltséget a Source korébe kapcsolt R ellendllason esd fesziiltség

hozza létre, a rajta atfolyd 7, munkaponti aram hatdsara.
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3.3.2 Vezérelt ellenallas

A tranzisztor karakterisztikdjanak linearis (kezdeti) szakaszdban:

_ AUDS ~ UGS — UP
- GS=konst.

= tehat az ellenallas U ¢ fesziiltséggel beallithato.
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Ez a kapcsolés egy
R = 1,3kQ) értéki
ellenallast valdsit meg.
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3.3.3 Vezérelt aramgenerator

A tranzisztor karakterisztika azon szakasza hasznalhat6 erre, ahol a gorbesereg kozel
vizszintes:

AU
r, =—2% ~ o tehat készithetd egy 1, = f(U) aramforras.
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